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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相互に対向して配置された第１及び第２の基板と、
　前記第１及び第２の基板の間に封入された垂直配向型液晶と、
　前記第１の基板に設けられて走査信号が供給されるゲートバスラインと、
　前記第１の基板に前記ゲートバスラインと交差して設けられて表示信号が供給されるデ
ータバスラインと、
　前記ゲートバスライン及び前記データバスラインにより画定される画素領域毎に形成さ
れたスイッチング素子と、
　前記画素領域毎に形成された画素電極と、
　前記画素領域に設けられて前記スイッチング素子と接続された制御電極と、
　前記画素電極の下方であって前記ゲートバスライン、前記データバスライン、前記スイ
ッチング素子及び前記制御電極を覆う保護絶縁膜とを備え、
　前記画素電極が少なくとも第１及び第２の領域に分割され、
　前記第１の領域の画素電極は、前記制御電極と電気的に接続されており、
　前記第２の領域の画素電極は、前記制御電極と前記保護絶縁膜を介して容量結合してい
る液晶表示装置において、
　前記第２の領域の画素電極と前記制御電極とに挟まれた前記保護絶縁膜のうちの少なく
とも一部は、その他の部分を覆う前記保護絶縁膜に比べて膜厚が薄く形成されていること
　を特徴とする液晶表示装置。
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【請求項２】
　請求項１記載の液晶表示装置において、
　前記ゲートバスライン、前記データバスライン、前記スイッチング素子を覆う前記保護
絶縁膜は、少なくとも下から第１及び第２の層からなり、
　前記第２の領域の画素電極と前記制御電極とに挟まれた前記保護絶縁膜のうちの少なく
とも一部は、前記第１の層のみからなること
　を特徴とする液晶表示装置。
【請求項３】
　ゲートバスライン、データバスライン、スイッチング素子及び制御電極を第１の基板に
形成した後、前記第１の基板の表面全体に保護絶縁膜を形成する工程と、
　前記保護絶縁膜上にフォトレジストを全面に塗布した後、前記制御電極と第１の領域の
画素電極を電気的に接続する部分の前記フォトレジストを除去し、前記制御電極と第２の
領域の画素電極とに挟まれる前記保護絶縁膜上の前記フォトレジストの膜厚を前記フォト
レジストを残すその他の部分に比べて薄くなるように露光及び現像を行う工程と、
　前記制御電極と前記第１の領域の画素電極とを電気的に接続する部分の前記保護絶縁膜
をエッチングして制御電極を露出させる工程と、
　前記制御電極と前記第２の領域の画素電極とに挟まれる前記保護絶縁膜上の薄く形成さ
れた前記フォトレジストを除去すると共に、その他の前記保護絶縁膜上の前記フォトレジ
ストを残しておく工程と、
　前記制御電極と前記第２の領域の画素電極とに挟まれる前記保護絶縁膜の膜厚の一部を
エッチングして、前記保護絶縁膜の膜厚を薄くする工程と、
　前記フォトレジストを全て除去する工程と、
　前記保護絶縁膜上に前記第１及び第２の領域の画素電極を形成する工程と
　を有することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スイッチング素子を用いて画素を制御するアクティブマトリクス型の液晶表
示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に普及している液晶表示装置はＴＮ型の液晶モードであるが、ＴＮ型液晶表示装置
はＣＲＴと比較して視野角特性が劣るという欠点を有している。ＩＰＳ（Ｉｎ－Ｐｌａｎ
ｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）方式やＭＶＡ（Ｍｕｌｔｉ－ｄｏｍａｉｎ　Ｖｅｒｔｉｃａｌ
　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）方式の視野角特性の改善された液晶表示装置が開発されて、電子
装置の表示部として広く使用されている。このうち、ＭＶＡ型液晶表示装置では、液晶画
素を制御するスイッチング素子（ＴＦＴ）が形成されるＴＦＴ基板又はカラーフィルタが
形成されるコモン基板の少なくとも一方に、液晶分子の配向を規制するための土手状の突
起あるいはスリット状の窪みが画素内に設けられている。ＭＶＡ型液晶表示装置では、当
該突起（又は当該窪み）の両側で液晶分子の傾斜方向が異なるという特性を利用して配向
分割（マルチドメイン）が行われ、広い視野角特性が実現される。
【０００３】
　ところで、従来のＭＶＡ型液晶表示装置では、画面を斜め方向から見たときに白っぽく
なる現象が発生する。図１５は、横軸に印加電圧（Ｖ）をとり、縦軸に透過率をとって、
画面を正面から見たときのＴ－Ｖ（透過率－電圧）特性（◆印を結ぶ曲線）と、正面に対
して上６０°の方向から見たときのＴ－Ｖ特性（＊印を結ぶ曲線）とを示している。図１
５の図中に円で囲んだ部分に示すように、しきい値電圧よりも若干高い電圧を画素電極に
印加したときには、斜め方向から見たときの透過率が正面から見たときの透過率よりも高
くなる。また、印加電圧がある程度高くなると、斜め方向から見たときの透過率は、正面
から見たときの透過率よりも低くなる。このため、斜め方向から見たときには赤色画素、
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緑色画素及び青色画素の輝度差が小さくなり、その結果前述したように画面が白っぽくな
る現象が発生する。この現象は、白茶け（ｄｉｓｃｏｌｏｒ）と呼ばれている。白茶けは
、ＭＶＡ型液晶表示装置だけでなく、ＴＮ型液晶表示装置でも発生する。
【０００４】
　この現象を解決する手段として、画素電極を二つの領域に分割し、一方の領域の画素電
極にはスイッチング素子を接続してデータ電圧（データ信号）を直接印加し、他方の領域
の画素電極には容量を介してデータ電圧を印加する方法がある。容量を介してデータ電圧
が印加される画素領域では、液晶容量との容量比により液晶に印加される電圧が決まり、
データ電圧を直接印加する画素領域に印加される電圧とは異なる。これにより、図１５に
示す正面から見たときの透過率よりも斜め方向から見たときの透過率が高くなる現象が抑
制され、その結果、画面が白っぽくなる現象（白茶け）も抑制される。このように１つの
画素を複数の領域に分け、容量結合した画素領域を用いて表示特性を改善する方法は、容
量結合によるハーフトーングレースケール法（容量結合ＨＴ法）と呼ばれている。
【０００５】
　図１６は、容量結合ＨＴ法を用いた従来のＭＶＡ型液晶表示装置のＴＦＴ基板の１画素
の構成を示している。図１６（ａ）は、１画素の平面レイアウトを示している。図１６（
ｂ）は、図１６（ａ）の図中に示す仮想線Ａ－Ａ’で切断した断面を示している。図示は
省略するが、ＭＶＡ型液晶表示装置は実際には、ＴＦＴ基板１０１と、カラーフィルタ等
を積層したコモン基板（図示せず）との間に垂直配向型液晶を挟みこんで封止した構造と
なっている。図１６（ａ）には、理解を容易にするため、コモン基板側に形成されて液晶
分子の配向規制を行うための土手状の突起６１、６２、６３を合わせて示している。液晶
表示装置は、突起６１、６２、６３とＴＦＴ基板１０１側の画素電極５１、５２間の斜め
４５度の隙間からなる窪みとにより、マルチドメインを形成している。
【０００６】
　図１６（ａ）及び図１６（ｂ）に示すように、ガラス基板１００上にはＴｉ等からなる
ゲートバスライン１０および補助容量バスライン１１が並行しており、その上にはＳｉＮ
からなる絶縁膜２０が全面に形成されている。ゲートバスライン１０の一部は液晶画素を
スイッチングするＴＦＴ５のゲート電極としても使用され、ＴＦＴ５部にはアモルファス
シリコンからなる動作半導体層２１、リンドープされたアモルファスシリコンからなる不
純物層２２が形成されている。ゲート電極上の絶縁膜２０はゲート絶縁膜として機能する
。絶縁膜２０を介してゲートバスライン１０と直交するデータバスライン３１と、データ
バスライン３１に接続されたドレイン電極３２と、動作半導体層２１上で所定の間隙でド
レイン電極３２に対向配置されたソース電極３３と、ソース電極３３に接続された制御電
極３５ａ、３５ｂ、３５ｃとはＡｌ等で形成されている。それらの上の全面にはＳｉＮか
らなる保護絶縁膜４０が形成されている。
【０００７】
　保護絶縁膜４０にはコンタクトホール４１が開口されおり、制御電極３５ａはコンタク
トホール４１を介してその上部に形成された第１の領域の画素電極５１と電気的に接続さ
れている。また、図示しない表示エリア外の、ゲートバスライン１０、補助容量バスライ
ン１１及びデータバスライン３１のそれぞれの端子取り出し部において、保護絶縁膜４０
は開口されている。ゲートバスライン１０及び補助容量バスライン１１では、絶縁膜２０
も開口されている。画素電極５１、５２はＩＴＯ等の透明電極からなり、第１の領域の画
素電極５１と分離された第２の領域の画素電極５２は、制御電極３５ａ、３５ｂ、３５ｃ
と保護絶縁膜４０を介して容量結合されている。これにより、容量結合ＨＴ法が実現され
、液晶表示装置は斜め方向から見たときの白茶けを抑制できる。なお、補助容量バスライ
ン１１と画素電極５１、５２とそれらに挟まれた絶縁膜２０及び保護絶縁膜４０により補
助容量が形成される。
【特許文献１】特願２００４－１０６１３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
　容量結合ＨＴ法では、第２の領域の画素電極５２と容量結合するための制御電極３５ｂ
、３５ｃが特に必要である。制御電極３５ｂ、３５ｃは、製造工程を増やさないためにデ
ータバスライン３１、ドレイン電極３２及びソース電極３３と同時に形成されており、必
要な制御容量を持たせるためにはある程度の面積を必要とする。データバスライン３１は
、画素へのデータ電圧の書込みの時定数の問題から、ある程度低い抵抗値が要求されるた
め、Ａｌ等の金属が使用されている。従って、第２の領域の画素電極５２と重なった制御
電極３５ｂ、３５ｃは、透過型液晶表示装置にとっては、光が透過しない領域となってし
まう。そのため、画素の開口率が低下し、表示装置としての輝度が低下してしまうという
問題がある。
【０００９】
　ところで、容量結合ＨＴ法を用いるか否かに限らず、液晶表示装置には補助容量が必要
である。通常、液晶は交流駆動されているが、正の電圧で書き込んだ場合と負の電圧で書
き込んだ場合との液晶にかかる実効電圧にズレが生じる。この実効電圧のズレを緩和して
表示画面の焼き付き現象やチラツキを防止するために、補助容量は液晶容量の１から数倍
の大きさで画素毎に設けられている。図１６（ａ）及び図１６（ｂ）に示すように、補助
容量は、補助容量バスライン１１と、画素電極５１、５２とが重なった部分に形成される
が、所定の容量値を得るためには重なり部の面積がある程度必要とされ、補助容量バスラ
イン１１を太くする等の必要が生じる。その結果、Ｔi等の金属でできた補助容量バスラ
イン１１により、画素の開口率の低下が起こる。
【００１０】
　本発明の目的は、視角特性に優れて高輝度な液晶表示装置及びその製造方法を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的は、相互に対向して配置された第１及び第２の基板と、前記第１及び第２の基
板の間に封入された垂直配向型液晶と、前記第１の基板に設けられて走査信号が供給され
るゲートバスラインと、前記第１の基板に前記ゲートバスラインと交差して設けられて表
示信号が供給されるデータバスラインと、前記ゲートバスライン及び前記データバスライ
ンにより画定される画素領域毎に形成されたスイッチング素子と、前記画素領域毎に形成
された画素電極と、前記画素領域に設けられて前記スイッチング素子と接続された制御電
極と、前記画素電極の下方であって前記ゲートバスライン、前記データバスライン、前記
スイッチング素子及び前記制御電極を覆う保護絶縁膜とを備え、前記画素電極が少なくと
も第１及び第２の領域に分割され、前記第１の領域の画素電極は、前記制御電極と電気的
に接続されており、前記第２の領域の画素電極は、前記制御電極と前記保護絶縁膜を介し
て容量結合している液晶表示装置において、前記第２の領域の画素電極と前記制御電極と
に挟まれた前記保護絶縁膜のうちの少なくとも一部は、その他の部分を覆う前記保護絶縁
膜に比べて膜厚が薄く形成されていることを特徴とする液晶表示装置によって達成される
。
【００１２】
　上記本発明の液晶表示装置において、前記ゲートバスライン、前記データバスライン、
前記スイッチング素子を覆う前記保護絶縁膜は、少なくとも下から第１及び第２の層から
なり、前記第２の領域の画素電極と前記制御電極とに挟まれた前記保護絶縁膜のうちの少
なくとも一部は、前記第１の層のみからなることを特徴とする。
【００１３】
　また、上記目的は、相互に対向して配置された第１及び第２の基板と、前記第１及び第
２の基板の間に封入された液晶と、前記第１の基板に設けられて走査信号が供給されるゲ
ートバスラインと、前記ゲートバスラインと同時に形成される補助容量電極と、前記ゲー
トバスライン及び前記補助容量電極の上方に形成されて一部がゲート絶縁膜として機能す
る絶縁膜と、前記第１の基板に前記ゲートバスラインと交差して設けられて表示信号が供
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給されるデータバスラインと、前記ゲートバスライン及び前記データバスラインにより画
定される画素領域毎に形成されたスイッチング素子と、前記スイッチング素子に電気的に
接続された画素電極と、前記画素電極の下方であって前記ゲートバスライン、前記データ
バスライン及び前記スイッチング素子を覆う保護絶縁膜と、前記画素電極と前記補助容量
電極との間に形成された補助容量とを備え、前記補助容量電極の上方にある前記保護絶縁
膜は除去されており、前記補助容量電極と前記画素電極とに挟まれた前記絶縁膜により前
記補助容量が形成されており、前記補助容量を形成する前記絶縁膜は、前記スイッチング
素子部の前記絶縁膜と膜厚がほぼ同じ又は薄く形成されていることを特徴とする液晶表示
装置によって達成される。
【００１４】
　上記本発明の液晶表示装置において、前記ゲートバスライン、前記データバスライン及
び前記スイッチング素子を覆う前記保護絶縁膜は、少なくとも下から第１及び第２の層か
らなることを特徴とする。
【００１５】
　また、上記目的は、相互に対向して配置された第１及び第２の基板と、前記第１及び第
２の基板の間に封入された液晶と、前記第１の基板に設けられて走査信号が供給されるゲ
ートバスラインと、前記ゲートバスラインと同時に形成される補助容量電極と、前記ゲー
トバスライン及び前記補助容量電極の上方に形成されて一部がゲート絶縁膜として機能す
る絶縁膜と、前記第１の基板に前記ゲートバスラインと交差して設けられて表示信号が供
給されるデータバスラインと、前記ゲートバスライン及び前記データバスラインにより画
定される画素領域毎に形成されたスイッチング素子と、前記スイッチング素子に電気的に
接続された画素電極と、前記画素電極の下方であって前記ゲートバスライン、前記データ
バスライン及び前記スイッチング素子を覆う保護絶縁膜と、前記画素電極と前記補助容量
電極との間に形成された補助容量とを備え、前記スイッチング素子を覆う前記保護絶縁膜
は、少なくとも下から第１及び第２の層からなるとともに、前記補助容量電極の上方では
、前記保護絶縁膜は前記第２の層が除去されており、前記補助容量は、前記絶縁膜及び前
記保護絶縁膜の前記第１の層により形成されていることを特徴とする液晶表示装置によっ
て達成される。
【００１６】
　また、上記目的は、ゲートバスライン、データバスライン、スイッチング素子及び制御
電極を第１の基板に形成した後、前記第１の基板の表面全体に保護絶縁膜を形成する工程
と、前記保護絶縁膜上にフォトレジストを全面に塗布した後、前記制御電極と第１の領域
の画素電極を電気的に接続する部分の前記フォトレジストを除去し、前記制御電極と第２
の領域の画素電極とに挟まれる前記保護絶縁膜上の前記フォトレジストの膜厚を前記フォ
トレジストを残すその他の部分に比べて薄くなるように露光及び現像を行う工程と、前記
制御電極と前記第１の領域の画素電極とを電気的に接続する部分の前記保護絶縁膜をエッ
チングして制御電極を露出させる工程と、前記制御電極と前記第２の領域の画素電極とに
挟まれる前記保護絶縁膜上の薄く形成された前記フォトレジストを除去すると共に、その
他の前記保護絶縁膜上の前記フォトレジストを残しておく工程と、前記制御電極と前記第
２の領域の画素電極とに挟まれる前記保護絶縁膜の膜厚の一部をエッチングして、前記保
護絶縁膜の膜厚を薄くする工程と、前記フォトレジストを全て除去する工程と、前記保護
絶縁膜上に前記第１及び第２の領域の画素電極を形成する工程とを有することを特徴とす
る液晶表示装置の製造方法によって達成される。
【００１７】
　また、上記目的は、ゲートバスライン、補助容量電極、一部がゲート絶縁膜として機能
する絶縁膜、データバスライン及びスイッチング素子を第１の基板に形成した後、前記第
１の基板の表面全体に保護絶縁膜を形成する工程と、前記保護絶縁膜上にフォトレジスト
を全面に塗布した後、前記ゲートバスラインの端子取出し部の前記フォトレジストを除去
し、前記スイッチング素子と画素電極とを電気的に接続する部分及び補助容量が形成され
る部分の前記保護絶縁膜上の前記フォトレジストの膜厚を前記フォトレジストを残すその
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他の部分に比べて薄くなるように露光及び現像を行う工程と、前記ゲートバスラインの端
子取出し部の前記保護絶縁膜及び前記絶縁膜をエッチングする工程と、前記スイッチング
素子と前記画素電極とを電気的に接続する部分及び前記補助容量が形成される前記保護絶
縁膜上の薄く形成された前記フォトレジストを除去すると共に、その他の前記保護絶縁膜
上の前記フォトレジストを残しておく工程と、前記スイッチング素子と前記画素電極とを
電気的に接続する部分及び前記補助容量が形成される部分の前記保護絶縁膜の全部をエッ
チングする工程と、前記フォトレジストを全て除去する工程と、前記保護絶縁膜及び前記
絶縁膜上に前記画素電極を形成する工程とを有することを特徴とする液晶表示装置の製造
方法によって達成される。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、視角特性に優れて高輝度な液晶表示装置が実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
〔第１の実施の形態〕
　本発明の第１の実施の形態による液晶表示装置及びその製造方法について図１乃至図６
を用いて説明する。まず、本実施の形態の原理について図１、図２及び図６を用いて説明
する。図１は、本実施の形態の液晶表示装置であって、容量結合によるハーフトーングレ
ースケール法（容量結合ＨＴ法）を用いたＭＶＡ型液晶表示装置に用いられる薄膜トラン
ジスタ基板（ＴＦＴ基板）１の１画素の構成を示している。図１（ａ）は、ＴＦＴ基板１
の１画素の平面レイアウトを示し、図１（ｂ）は、図１（ａ）の図中に示す仮想線Ａ－Ａ
’で切断した断面の構成を示している。図２乃至図４は、図１に示すＴＦＴ基板１の製造
工程断面図を示している。図５及び図６は、本実施の形態による変形例の液晶表示装置に
用いられるＴＦＴ基板の製造工程断面図を示している。
【００２０】
　図１（ａ）及び図１（ｂ）に示すように、制御電極３５ａ、３５ｂ、３５ｃと第２の領
域の画素電極５２とが重なり、制御容量が形成される制御容量部４２の保護絶縁膜４０の
膜厚をＴＦＴ（スイッチング素子）５やデータバスライン３１等を覆う保護絶縁膜４０に
比べて薄く形成された構造とすることで、制御電極３５ｂ、３５ｃの面積を大きくせず、
制御容量を必要な容量値とすることが可能となる。
【００２１】
　同様に、補助容量となる補助容量部４３についても、保護絶縁膜４０の膜厚をＴＦＴ５
やデータバスライン３１等を覆う保護絶縁膜４０の膜厚より薄くすることで、補助容量バ
スライン１１を太くすることなく、十分な容量値の補助容量を得ることができる。ＴＦＴ
５等を覆う部分の保護絶縁膜４０の膜厚を制御容量部４２及び補助容量部４３の保護絶縁
膜４０に合わせて全て薄くすると、液晶表示装置の製造中のダメージや外部からの水分に
よる保護を行うことが十分にできなくなる。ところが、本実施の形態では、保護を目的と
する領域と、高い容量値の容量を得る目的とする領域とで保護絶縁膜４０の膜厚が最適な
値となるように形成される。
【００２２】
　また、場所により保護絶縁膜４０の膜厚を変えるためには、コンタクトホール４１や表
示エリア外の端子取り出し部の保護絶縁膜４０用のエッチングマスクとは別のマスクを用
意して、制御容量部４２及び補助容量部４３の保護絶縁膜４０の膜厚を一部エッチングす
ることにより、図１（ｂ）に示す構造のＴＦＴ基板１が得られる。しかし、この方法では
、フォトリソグラフィ工程が１回増えてしまい、製造コストの上昇の原因となる。
【００２３】
　そこで本実施の形態では、図３に示すように、レジストマスク７はコンタクトホール４
１や不図示の端子部顔出しの開口部では開口して形成されているが、制御容量部４２や補
助容量部４３では、その他のレジストを残す部分に比べて膜厚が相対的に薄く形成されて
いる。このようなレジストマスク７を用いることにより、まずコンタクトホール４１及び
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ゲート端子取出し部４４をエッチングして開口し、次に薄く残ったレジストを酸素プラズ
マ等で除去した後に、制御容量部４２や補助容量部４３の保護絶縁膜４０の膜厚の一部を
エッチングする。これにより、制御容量部４２及び補助容量部４３の保護絶縁膜４０のそ
れぞれの膜厚と、その他の保護絶縁膜４０の膜厚とを異ならせることができる。
【００２４】
　本実施の形態による変形例の原理について図６を用いて説明する。図６（ｃ）に示すよ
うに、本変形例では、ＴＦＴ５等の保護絶縁膜４０は、例えばＳｉＮで形成された下層膜
（第１の絶縁層）４０１と、下層膜４０１に対してエッチングの選択比を持つ、例えばＳ
ｉＯ２で形成された上層膜（第２の絶縁層）４０２とを積層した２層以上の構造に形成さ
れる。制御容量部４２や補助容量部４３では、上層膜４０２を除去して下層膜４０１のみ
からなる保護絶縁膜４０とすることで、膜厚を相対的に薄く形成できる。
【００２５】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、制御容量部４２や補助容量部４３の保護
絶縁膜４０の膜厚は、ＴＦＴ５等を覆う部分の保護絶縁膜４０の膜厚に比べて薄い構造と
することができる。これにより、ＴＦＴ５への後工程ダメージに対する保護機能を確保し
つつ、従来のＴＦＴ基板１０１に形成された制御容量又は補助容量の容量値を維持したま
ま、制御容量又は補助容量が１画素内を占める面積の割合小さくすることができる。これ
により、１画素の開口率の減少を最小限に抑えて高輝度の液晶表示装置を得ることができ
る。さらに、容量結合ＨＴ法を適用できるので、白茶けの無い視角特性の優れたＭＶＡ型
液晶表示装置を得ることができる。
【００２６】
（実施例１－１）
　本実施の形態による実施例１－１の液晶表示装置及びその製造方法について図１乃至図
４を用いて説明する。図１に示す容量結合ＨＴ法を用いたＭＶＡ型液晶表示装置は、実際
にはＴＦＴ基板１と、カラーフィルタ等を積層したコモン基板（図示せず）との間に垂直
配向型液晶を挟み込んで封止した構造を有している。図１（ａ）には、理解を容易にする
ため、コモン基板側に形成されて液晶分子の配向規制を行うための土手状の突起６１、６
２、６３を合わせて示している。液晶表示装置は、突起６１、６２、６３と、ＴＦＴ基板
１側の第１の領域の画素電極５１と第２の領域の画素電極５２との間に形成された斜め４
５度の隙間からなる窪みとにより、マルチドメインを形成している。
【００２７】
　次に、図２乃至図４を用いて本実施の形態の液晶表示装置の製造方法について説明する
。図２（ａ）に示すように、ガラス基板（第１の基板）１００上に、例えば膜厚が１５０
ｎｍのＡｌと、例えば膜厚が５０ｎｍのＴｉとをこの順に成膜してパターニングし、ゲー
トバスライン１０及び補助容量バスライン１１を形成する。図に示す断面において、ゲー
トバスライン１０はゲート電極として機能し、補助容量バスライン１１は補助容量電極と
して機能する。
【００２８】
　次に、図２（ｂ）に示すように、例えば膜厚が４００ｎｍのＳｉＮからなる絶縁膜２０
を全面に形成する。図に示す断面において、ゲートバスライン１０上の絶縁膜２０はゲー
ト絶縁膜として機能する。次いで、例えば膜厚が７０ｎｍのアモルファスシリコンと、例
えばリンをドープした膜厚が５０ｎｍのアモルファスシリコンとをこの順に成膜してパタ
ーニングし、動作半導体層２１及び不純物層２２を形成する。動作半導体層２１及び不純
物層２２はＴＦＴが形成される部分に形成される。
【００２９】
　次に、図２（ｃ）に示すように、例えば、膜厚が２０ｎｍのＭｏと、膜厚が２００ｎｍ
のＡｌと、膜厚が５０ｎｍのＭｏとからなる配線電極を堆積してパターニングし、データ
バスライン３１（不図示）と、ドレイン電極３２と、ソース電極３３と、制御電極３５ａ
と、制御電極３５ｂ、３５ｃ（不図示）とを形成する。このとき、ＴＦＴ５のチャネル領
域上に位置する不純物層２２は除去される。次に、図２（ｄ）に示すように、例えば膜厚



(8) JP 4716782 B2 2011.7.6

10

20

30

40

50

が４００ｎｍのＳｉＮからなる保護絶縁膜４０を全面に堆積する。
【００３０】
　次に、図３に示すように、保護絶縁膜４０をパターニングするためのレジストマスク７
を以下のように形成する。まず、全面にポジ型レジストを約２μmの厚さで塗布し、次に
制御電極３５ａと画素電極５１とを接続するコンタクトホール４１が形成される領域のレ
ジストを開口し、制御電極３５ａ、３５ｂ、３５ｃと画素電極５２とが制御容量を形成す
る制御容量部４２及び補助容量バスライン１１と画素電極５１とが補助容量を形成する補
助容量部４３のレジストの厚さがレジストを残すその他の部分のおよそ１／４乃至１／２
の厚さ、例えば０．６μmの膜厚となるように露光して現像し、レジストマスク７を形成
する。レジストを薄く残す部分の露光マスクの透過率を３０乃至７０％とすることで、所
定の領域で膜厚の異なるレジストマスク７を形成することが可能である。
【００３１】
　次に、図３（ａ）に示すように、レジストマスク７を用いて保護絶縁膜４０をエッチン
グし、コンタクトホール４１を開口する。図示は省略するが、通常はこの際に、データバ
スライン３１の表示エリア外での端子取り出し部でも同様に保護絶縁膜４０をエッチング
して開口する。当該端子取出部の構造は、制御電極３５ａ上のコンタクトホール４１と同
様である。図３（ｂ）に示すように、コンタクトホール４１を開口する工程において同時
に、ゲートバスライン１０の端子取り出し部であるゲート端子１２上の保護絶縁膜４０及
び絶縁膜２０を続けてエッチングして除去して端子取り出しを行う。
【００３２】
　次に、図４（ａ）に示すように、全面を酸素プラズマにさらして、レジストマスク７を
全体的にアッシングし、制御容量部４２及び補助容量部４３のレジストがなくなるまで処
理する。次に、図４（ｂ）に示すように、再度、制御容量部４２及び補助容量部４３の保
護絶縁膜４０をエッチングし、残膜厚を約２００ｎｍに形成する。次いで、レジストマス
ク７を全て剥離除去する。
【００３３】
　次に、図１（ｂ）に示すように、例えば膜厚が１００ｎｍのＩＴＯからなる透明電極を
堆積してパターニングし、第１の領域の画素電極５１と第２の領域の画素電極５２を形成
する。次に、図示は省略するが、ポリイミドからなる配向膜を全面に塗布する。こうして
、ＴＦＴ基板１が完成する。
【００３４】
　図示は省略するが、対向ガラス基板上に、遮光マスク（ブラックマトリクス）と、カラ
ーフィルタと、ＩＴＯからなるコモン電極等を積層し、土手状の突起６１、６２、６３を
形成する。次いで、全面に例えばポリイミドからなる配向膜を塗布する。こうして、コモ
ン基板が完成する。こうして完成したＴＦＴ基板１とコモン基板とを貼り合せ、液晶を注
入して封止して液晶表示装置が完成する。
【００３５】
　画素電極５１はＴＦＴ５から延びた制御電極３５ａとコンタクトホール４１を介して電
気的に接続されているため、データバスライン３１から液晶を駆動する電圧（表示信号）
が直接書き込まれる。一方、画素電極５２は、制御容量部４２の保護絶縁膜４０を介して
制御電極３５ａ、３５ｂ、３５ｃに容量結合されているため、画素電極５１とは異なる電
圧が書き込まれる。従って、液晶表示装置の表示画面を斜めから見たときの白茶け現象を
抑制できる。しかも、制御容量部４２の保護絶縁膜４０の膜厚は、ＴＦＴ５等の保護絶縁
膜４０に対して約１／２の厚さに薄く形成されている。このため、本実施例の液晶表示装
置の制御電極３５ａ、３５ｂ、３５ｃを従来の液晶表示装置の制御電極３５ａ、３５ｂ、
３５ｃの面積に対して約１／２に形成しても、両液晶表示装置の制御容量の容量値はほぼ
等しくなる。
【００３６】
　また、補助容量部４３では、補助容量バスライン１１と画素電極５１とが絶縁膜２０及
び保護絶縁膜４０を挟み込んだ構造となる。補助容量部４３の保護絶縁膜４０を薄くしな
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いと、絶縁膜２０及び保護絶縁膜４０の厚さは４００ｎｍ＋４００ｎｍ＝８００ｎｍとな
るのに対し、本実施例では、絶縁膜２０及び保護絶縁膜４０の厚さは、４００ｎｍ＋２０
０ｎｍ＝６００ｎｍとなる。従って、本実施例の液晶表示装置の補助容量の容量値を従来
の液晶表示装置と同じ容量値に設定しても、補助容量電極の面積を約３／４に減少できる
。これにより、画素の開口率が大きくなるので、液晶表示装置の高輝度化が図れる。
【００３７】
（実施例１－２）
　次に、本実施の形態の変形例としての実施例１－２の液晶表示装置及びその製造方法に
ついて図５及び図６を用いて説明する。本実施例のＴＦＴ基板１の平面レイアウトは、上
記実施例１－１と同様である。図５及び図６は、図１（ａ）の図中に示す仮想線Ａ－Ａ’
で切断した断面における、本実施例のＴＦＴ基板１の製造工程断面図である。
【００３８】
　まず、図５（ａ）に示すように、上記実施例１－１と同様の製造工程により、ゲートバ
スライン１０、補助容量バスライン１１、絶縁膜２０、データバスライン３１（図５では
不図示）、ドレイン電極３２、ソース電極３３及び制御電極３５ａ、３５ｂ、３５ｃをガ
ラス基板１００上に形成する。次に、図５（ｂ）に示すように、例えば膜厚が１５０ｎｍ
のＳｉＮで形成された下層膜４０１と、例えば膜厚が３００ｎｍのＳｉＯ２で形成された
上層膜４０２とをこの順に成膜し、下層膜４０１と上層膜４０２とからなる保護絶縁膜４
０を全面に堆積する。
【００３９】
　次に、図５（ｃ）に示すように、保護絶縁膜４０をパターニングするためのレジストマ
スク７を形成する。レジストマスク７は上記実施例１－１と同様に、コンタクトホール４
１、データバスライン３１の端子取出し部（図示せず）及びゲート端子取出し部４４（図
５（ｄ）参照）の形成される位置が開口される。また、レジストマスク７は、制御容量部
４２及び補助容量部４３ではレジストを残すその他の部分のおよそ１／４乃至１／２程度
、例えば０．６μｍの膜厚となるように形成される。
【００４０】
　レジストマスク７を用いてＳｉＯ２からなる上層膜４０２とＳｉＮからなる下層膜４０
１とを続けてエッチングし、コンタクトホール４１とデータバスライン３１の端子取出し
部とを開口し、図５（ｄ）に示すように、ゲート端子取出し部４４ではさらに絶縁膜２０
をエッチングして開口する。
【００４１】
　次に、図６（ａ）に示すように、全面を酸素プラズマにさらして、レジストマスク７を
全体的にアッシングし、制御容量部４２及び補助容量部４３のレジストが無くなるまで処
理する。
【００４２】
　次に、図６（ｂ）に示すように、制御容量部４２及び補助容量部４３において下層膜４
０１が残るように、再び、保護絶縁膜４０のうちの上層膜４０２のみをエッチングする。
上層膜４０２をエッチングするには、例えばＣＨＦ３等のガスを用いてプラズマエッチン
グを行えば、ＳｉＮで形成された下層膜４０１に対して選択エッチングが可能になる。そ
の後、レジストマスク７をすべて剥離除去する。
【００４３】
　次に、図６（ｃ）に示すように、例えば膜厚が１００ｎｍのＩＴＯからなる透明電極を
堆積してパターニングし、第１の領域の画素電極５１及び第２の領域の画素電極５２を形
成する。以下、上記実施例１－１と同様の製造工程により、ＴＦＴ基板１及びそれを用い
た液晶表示装置が完成する。
【００４４】
　以上説明したように、本実施例によれば、保護絶縁膜４０を２層構造とすることで、制
御容量部４２では下層膜４０１のみを残し、補助容量部４３では絶縁膜２０と下層膜４０
１が積層された絶縁膜を残すことができる。上記実施例１－１では、保護絶縁膜４０の膜
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厚４００ｎｍのうち、およそ半分の２００ｎｍだけエッチングしているが、この方法はエ
ッチングレートを管理し、エッチング時間による制御を行う必要がある。
【００４５】
　これに対し、本実施例では、上層膜４０２は下層膜４０１に対して選択性のあるエッチ
ングを行うことができるため、下層膜４０１の堆積膜厚によって保護絶縁膜４０の残膜厚
が決まり、保護絶縁膜４０の膜厚の制御が容易となる。また、保護絶縁膜４０において、
上層膜４０２をＳｉＮで形成し、下層膜をＳｉＯ２で形成することも可能である。しかし
、制御容量を形成するのは下層膜であるため、下層膜を比誘電率の大きいＳｉＮで形成し
た方が同じ容量値の補助容量を同じ膜厚で形成する場合に形成面積を小さくできる。
【００４６】
　なお、上記実施例１－１及び本実施例ともに、制御容量部４２の保護絶縁膜４０又は補
助容量部４３の保護絶縁膜４０のみを薄くしても構わない。これはレジストマスク７の形
状を変更するだけで容易に達成できる。また、上記実施例１－１及び本実施例では、容量
結合ＨＴ法を用いた画素構造で説明したが、これに限られない。例えば、容量結合ＨＴ法
を用いない画素構造の液晶表示装置において、画素の開口率を向上させるために補助容量
部４３の保護絶縁膜４０のみを薄くする場合にも適用可能である。
【００４７】
〔第２の実施の形態〕
　本発明の第２の実施の形態による液晶表示装置及びその製造方法について図７乃至図１
４を用いて説明する。本実施の形態の液晶表示装置は、容量結合ＨＴ法を用いていない画
素構造を有し、従来の液晶表示装置に比べて補助容量の面積が減少されている点に特徴を
有している。まず、本実施の形態の原理について図７及び図１１乃至図１４を用いて説明
する。図７は、本実施の形態のＭＶＡ型液晶表示装置に用いられるＴＦＴ基板１の１画素
の構成を示している。図７（ａ）は、ＴＦＴ基板１の１画素の平面レイアウトを示し、図
７（ｂ）は、図７（ａ）の図中に示す仮想線Ａ－Ａ’で切断した断面の構成を示している
。図８乃至図１０は、図７に示すＴＦＴ基板１の製造工程断面図を示している。図１１乃
至図１４は、本実施の形態による２つの変形例の液晶表示装置に用いられるＴＦＴ基板の
製造工程断面図を示している。
【００４８】
　従来の液晶表示装置では、補助容量は保護絶縁膜及び一部がゲート絶縁膜になる絶縁膜
を補助容量バスラインと画素電極とで挟み込んだ構造を有しているが、本実施の形態の液
晶表示装置では、補助容量を構成する保護絶縁膜を除去して絶縁膜のみとすることで、同
じ容量値であっても補助容量の形成面積を減少できる。また、図１１及び図１２に示すＴ
ＦＴ基板１では、絶縁膜２０のみを残す手段として、ＴＦＴ５等の部分では、例えば下か
らＳｉＯ２／ＳｉＮの２層膜（下層膜４０１／上層膜４０２）からなる保護絶縁膜４０と
し、補助容量部４３では、上層膜４０２（ＳｉＮ）と下層膜４０２（ＳｉＯ２）とをこの
順にエッチングすることで、ＳｉＮよりなる絶縁膜２０のみを容易に残すことができる。
【００４９】
　図１３及び図１４に示すＴＦＴ基板１では、コンタクトホール４１が形成される領域の
レジストマスク７の膜厚を補助容量部４３と同様に相対的に薄くして、ゲートバスライン
１０や補助容量バスライン１１の端子顔出しの開口部のみレジストを除去しておく。まず
、端子顔出しの開口部の保護絶縁膜４０及び絶縁膜２０をエッチングする。次に、レジス
トマスク７の膜厚の薄いレジストを除去した後、コンタクトホール４１及び補助容量部４
３の保護絶縁膜４０をエッチングすることで、コンタクトホール４１ではソース電極３３
が露出する一方、補助容量部４３では絶縁膜２０を残すことができる。
【００５０】
　このように、補助容量部４３における保護絶縁膜４０がＴＦＴ等を覆う部分の膜厚に比
べて薄いか又は除去された構造とすることで、同じ容量値であっても補助容量が画素内を
占める面積を小さくすることができる。これにより、画素の開口率の減少を最小限に抑え
て明るい表示を得ることができると共に、焼き付きやチラツキのない表示品質の優れた液
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晶表示装置が得られる。しかも、保護絶縁膜４０の一部を薄くするためのマスク工程が増
加しないので、低コストで液晶表示装置を製造することが可能となる。
【００５１】
（実施例２－１）
　本実施の形態による実施例２－１の液晶表示装置及びその製造方法について図７乃至図
１０を用いて説明する。本実施例２－１の液晶表示装置は、補助容量部４３の保護絶縁膜
４０をエッチング除去して、補助容量バスライン１１、画素電極５１及びそれらに挟まれ
た絶縁膜２０で補助容量を形成する構造を備えた点に特徴を有している。
【００５２】
　図７に示す容量結合ＨＴ法を用いていないＭＶＡ型液晶表示装置は実際には、ＴＦＴ基
板１と、カラーフィルタ等を積層したコモン基板（図示せず）との間に垂直配向型液晶を
挟み込んで封止された構造を有している。図７（ａ）には、理解を容易にするため、コモ
ン基板側に形成されて液晶分子の配向規制を行うための土手状の突起６１、６２、６３を
合わせて示している。液晶表示装置は、突起６１、６２、６３と、ＴＦＴ基板１側の画素
電極５１に形成された斜め４５度の隙間からなる窪みとによりマルチドメインを形成して
いる。なお、本実施例の液晶表示装置は、ＴＮ型の液晶等であっても構わない。
【００５３】
　図７（ａ）及び図７（ｂ）に示すように、本実施例の液晶表示装置に備えられたＴＦＴ
基板１は、制御電極３５ａ、３５ｂ、３５ｃを有していない点及び２つに分割された画素
電極を有していない点を除き、上記第１の実施の形態の液晶表示装置と同様の画素構造を
有している。また、本実施例のＴＦＴ基板１は制御電極３５ａ、３５ｂ、３５ｃを有して
いないので画素内に制御容量が形成されていない。
【００５４】
　次に、図８乃至図１０を用いて本実施例の液晶表示装置の製造方法について説明する。
　まず、図８（ａ）に示すように、ガラス基板（第１の基板）１００上に、例えば膜厚が
１５０ｎｍのＡｌと例えば膜厚が５０ｎｍのＴｉとをこの順に成膜してパターニングし、
ゲートバスライン１０及び補助容量バスライン１１を形成する。図に示す断面において、
ゲートバスライン１０はゲート電極として機能し、補助容量バスライン１１は補助容量電
極として機能する。
【００５５】
　次に、図８（ｂ）に示すように、例えば膜厚が４００ｎｍのＳｉＮからなる絶縁膜２０
を全面に形成する。図に示す断面において、ゲートバスライン１０上の絶縁膜２０はゲー
ト絶縁膜として機能する。次いで、例えば膜厚が７０ｎｍのアモルファスシリコンと、例
えばリンをドープした膜厚が５０ｎｍのアモルファスシリコンとをこの順に成膜してパタ
ーニングし、動作半導体層２１及び不純物層２２を堆積する。動作半導体層２１及び不純
物層２２はＴＦＴが形成される部分に残される。
【００５６】
　次に、図８（ｃ）に示すように、例えば膜厚が２０ｎｍのＭｏと、例えば膜厚が２００
ｎｍのＡｌと、例えば膜厚が５０ｎｍのＭｏとからなる配線電極を堆積してパターニング
し、データバスライン３１と、ドレイン電極３２と、ソース電極３３とを形成する。この
とき、ＴＦＴ５のチャネル領域上に位置する不純物層２２は除去される。次に、図８（ｄ
）に示すように、例えば膜厚が４００ｎｍのＳｉＯ２からなる保護絶縁膜４０を全面に堆
積する。
【００５７】
　次に、図９（ａ）に示すように、保護絶縁膜４０をパターニングするためのレジストマ
スク７を以下のように形成する。まず、全面にポジ型レジストを約２μmの厚さで塗布し
、次に、上記第１の実施の形態と同様に、コンタクトホール４１、データバスライン３１
の端子取出し部（図示せず）及びゲート端子取出し部４４（図９（ｂ）参照）が形成され
る領域のレジストを開口し、補助容量部４３のレジストの厚さがレジストを残すその他の
部分のおよそ１／４乃至１／２の厚さ、例えば０．６μmの膜厚となるようにレジストマ
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スク７を形成する。なお、データバスライン３１の端子取出し部の構造はソース電極３３
上のコンタクトホール４１の構造と同じである。
【００５８】
　次に、図９（ａ）及び図９（ｂ）に示すように、レジストマスク７を用いて保護絶縁膜
４０をエッチングし、コンタクトホール４１及びデータバスラインの端子取出し部を開口
し、ゲート端子取出し部４４ではさらに絶縁膜２０をエッチングして開口する。
【００５９】
　次に、図１０（ａ）に示すように、全面を酸素プラズマにさらして、レジストマスク７
を全体的にアッシングし、補助容量部４３のレジストがなくなるまで処理する。次に、図
１０（ｂ）に示すように、ＳｉＯ２からなる保護絶縁膜４０をＣＨＦ３ガス等を用いてプ
ラズマエッチングし、補助容量部４３にはＳｉＮ膜からなる絶縁膜２０のみが残るように
形成する。次いで、レジストマスク７を全て剥離除去する。
【００６０】
　次に、図７（ｂ）に示すように、例えば膜厚が１００ｎｍのＩＴＯからなる透明電極を
堆積してパターニングし、画素電極５１を形成する。次に、図示は省略するが、ポリイミ
ドからなる配向膜を全面に塗布する。こうして、ＴＦＴ基板１が完成する。以下、上記第
１の実施の形態の実施例１－１と同様の製造工程により、液晶表示装置が完成する。
【００６１】
　以上説明したように、本実施例では、補助容量部４３において、補助容量バスライン１
１と画素電極５１とが絶縁膜２０のみを挟み込んだ構造になっている。従って、本実施例
による液晶表示装置は、補助容量部４３に保護絶縁膜４０が形成されている従来の液晶表
示装置と比較して、同じ容量値の補助容量を形成するのであれば、画素内を占める補助容
量の形成面積を小さくできる。これにより、画素の開口率が大きくなるので、高輝度の液
晶表示装置が得られる。
【００６２】
（実施例２－２）
　次に、本実施の形態の変形例としての実施例２－２の液晶表示装置及びその製造方法に
ついて図１１及び図１２を用いて説明する。本実施例のＴＦＴ基板１の平面レイアウトは
、上記実施例２－１と同様である。図１１及び図１２は、図７（ａ）の図中に示す仮想線
Ａ－Ａ’で切断した断面における、本実施例のＴＦＴ基板１の製造工程断面図である。
【００６３】
　まず、図１１（ａ）に示すように、上記実施例２－１と同様の製造工程により、ゲート
バスライン１０、補助容量バスライン１１、絶縁膜２０、データバスライン３１（図１１
では不図示）、ドレイン電極３２及びソース電極３３をガラス基板１００上に形成する。
次に、図１１（ｂ）に示すように、例えば膜厚が１００ｎｍのＳｉＯ２で形成された下層
膜４０１と、例えば膜厚が３００ｎｍのＳｉＮで形成された上層膜４０２とをこの順に成
膜し、下層膜４０１と上層膜４０２とからなる保護絶縁膜４０を全面に堆積する。
【００６４】
　次に、図１１（ｃ）に示すように、保護絶縁膜４０をパターニングするためのレジスト
マスク７を形成する。レジストマスク７は上記実施例１－１と同様に、コンタクトホール
４１、データバスライン３１の端子取出し部（図示せず）及びゲート端子取出し部４４（
図１１（ｄ）参照）の形成される位置が開口される。また、レジストマスク７は、補助容
量部４３ではレジストを残すその他の部分のおよそ１／４乃至１／２、例えば０．６μｍ
の膜厚となるように形成される。
【００６５】
　図１１（ｃ）に示すように、レジストマスク７を用いてＳｉＮからなる上層膜４０２と
ＳｉＯ２からなる下層膜４０１とを続けてエッチングし、コンタクトホール４１とデータ
バスライン３１の端子取出し部とを開口し、次いで、図１１（ｄ）に示すように、ゲート
端子取出し部４４ではさらに絶縁膜２０をエッチングして開口する。
【００６６】
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　次に、図１２（ａ）に示すように、全面を酸素プラズマにさらして、レジストマスク７
を全体的にアッシングし、補助容量部４３のレジストがなくなるまで処理する。
【００６７】
　次に、図１２（ｂ）に示すように、再び上層膜４０２と下層膜４０１とを続けてエッチ
ングして除去し、補助容量部４３においてＳｉＮからなる絶縁膜２０を残す。下層膜４０
１をエッチングする際に、例えばＣＨＦ３等のガスを用いてプラズマエッチングを行えば
、ＳｉＮで形成された絶縁膜２０に対して選択エッチングが可能になる。その後、レジス
トマスク７をすべて剥離除去する。
【００６８】
　次に、図１２（ｃ）に示すように、例えば膜厚が１００ｎｍのＩＴＯからなる透明電極
を堆積してパターニングし、画素電極５１を形成する。以下、上記実施例１－１と同様の
製造工程により、ＴＦＴ基板１及びそれを用いた液晶表示装置が完成する。
【００６９】
　上記本実施例２－１では、保護絶縁膜４０はＳｉＯ２膜のみで形成されている。ところ
が、外部のＮａ＋等の可動イオンからの汚染に対して、ＳｉＮはＳｉＯ２より遮断能力が
高いことが知られている。そこで本実施例２－２では、ＴＦＴ等の保護絶縁膜４０をＳｉ
Ｏ２とＳｉＮとの積層膜とすることで、保護膜としての役割を十分果たしながら、補助容
量部４３では制御よくエッチングしてＳｉＮからなる絶縁膜２０を残すことが可能となる
。
【００７０】
（実施例２－３）
　次に、本実施の形態の他の変形例としての実施例２－３の液晶表示装置及びその製造方
法について図１３及び図１４を用いて説明する。本実施例のＴＦＴ基板１の平面レイアウ
トは、上記実施例２－１と同様である。図１３及び図１４は、図７（ａ）の図中に示す仮
想線Ａ－Ａ’で切断した断面における、本実施例のＴＦＴ基板１の製造工程断面図である
。
【００７１】
　まず、図１３（ａ）に示すように、上記実施例２－１と同様の製造工程により、ゲート
バスライン１０、補助容量バスライン１１、絶縁膜２０、データバスライン３１（図１３
では不図示）、ドレイン電極３２及びソース電極３３をガラス基板１００上に形成する。
次に、図１３（ｂ）に示すように、可動イオンに対する遮断能力の高いＳｉＮからなり、
例えば膜厚が４００ｎｍの保護絶縁膜４０を全面に堆積する。
【００７２】
　次に、図１３（ｂ）及び図１３（ｃ）に示すように、保護絶縁膜４０をパターニングす
るためのレジストマスク７を形成する。本実施例のレジストマスク７は、上記第１の実施
の形態及び本実施の形態の実施例２－１、２－２と異なり、ゲート端子取出し部４４が形
成される領域のみ開口され、コンタクトホール４１、データバスライン３１の端子取出し
部（図示せず）及び補助容量部４３では、レジストを残すその他の部分のおよそ１／４乃
至１／２、例えば０．６μｍの膜厚となるように形成されている。図１３（ｃ）に示すよ
うに、レジストマスク７を用いて保護絶縁膜４０及び絶縁膜２０を続けてエッチングし、
ゲート端子取出し部４４を開口する。
【００７３】
　次に、図１３（ｄ）に示すように、全面を酸素プラズマにさらして、レジストマスク７
を全体的にアッシングし、コンタクトホール４１、データバスラインの端子取出し部及び
補助容量部４３のレジストがなくなるまで処理する。
【００７４】
　次に、図１４（ａ）に示すように、保護絶縁膜４０を再びプラズマエッチングし、コン
タクトホール４１、データバスライン３１の端子取出し部を開口するとともに、補助容量
部４３においても保護絶縁膜４０をエッチングする。この時、保護絶縁膜４０と絶縁膜２
０はともにＳｉＮで形成されているが、コンタクトホール４１及びデータバスライン３１



(14) JP 4716782 B2 2011.7.6

10

20

30

40

50

の端子取出し部のエッチング終了時を一般的なプラズマ発光モニタにより十分に検知可能
である。このため、このエッチング終了時に合わせてエッチングを終了することにより、
補助容量部４３の絶縁膜２０を所定の膜厚で残すことは容易に制御できる。その後、レジ
ストマスク７をすべて剥離除去する。
【００７５】
　次に、図１４（ｂ）に示すように、例えば膜厚が１００ｎｍのＩＴＯからなる透明電極
を堆積してパターニングし、画素電極５１を形成する。以下、上記実施例１－１と同様の
製造工程により、ＴＦＴ基板１及びそれを用いた液晶表示装置が完成する。
【００７６】
　以上説明したように、本実施例では、保護絶縁膜４０はＳｉＮのみで形成されているが
、コンタクトホール４１及びデータバスライン３１の端子取り出し部と同時にエッチング
を終了することにより、補助容量部４３の保護絶縁膜４０のエッチングの終了時を検知で
きるため、容易に補助容量部４３の絶縁膜２０（ＳｉＮ膜）を残すことが可能となる。
【００７７】
　なお、コンタクトホール４１及びデータバスラインの端子取出し部の開口面積が小さく
、エッチング終了の検知が困難な場合は、ガラス基板１００の面内で液晶表示装置として
差し支えのない場所に、ダミーのソース電極及びドレイン電極とその上に保護絶縁膜のコ
ンタクトホールを設け、当該コンタクトホールにより保護絶縁膜４０のエッチングの終了
時を検知することが可能である。
【００７８】
　このように、保護絶縁膜４０のエッチング終了時をモニタできるため、保護絶縁膜４０
のエッチング終了後、さらに補助容量部４３の絶縁膜２０を例えば総膜厚の１／３程度エ
ッチングして、補助容量部４３の絶縁膜２０の膜厚をより薄くし、単位面積当たりの容量
値を大きくすることも可能である。この場合、エッチング時間によって残膜厚を制御する
ことになるが、エッチングレートの管理をすれば十分可能である。このようにして形成さ
れたＴＦＴ基板１の断面を図１４（ｃ）に示す。また、図１３及び図１４で述べた製造方
法は、上記実施例２－２の保護絶縁膜４０のように２層構造にしても適用できることは自
明である。
【００７９】
　以上説明したように、上記第１の実施の形態によれば、制御容量部４２の保護絶縁膜４
０又は補助容量部４３の保護絶縁膜４０を相対的に薄くした構造とすることで、これらの
容量を形成するためのメタル電極（制御電極３５ａ、３５ｂ、３５ｃや補助容量バスライ
ン１１等）の面積を減少することができる。従って、画素の開口率減少を最小限に抑えて
明るい表示を得ることができると共に、容量結合ＨＴ法による白茶けのない視角特性及び
焼き付きやチラツキのない表示品質に優れたＭＶＡ型液晶表示装置が得られる。
【００８０】
　また、上記第２の実施の形態によれば、補助容量部４３の保護絶縁膜４０を相対的に薄
く又は取り除いた構造とすることで、これらの容量を形成するためのメタル電極（補助容
量バスライン１１）の面積を減少することができる。従って、画素の開口率減少を最小限
に抑えて明るい表示を得ることができると共に、焼き付きやチラツキのない表示品質の優
れた液晶表示装置を得ることができる。
【００８１】
　さらに、上記第１及び第２の実施の形態によれば、保護絶縁膜４０を部分的に薄くする
ためのマスク工程を増やさずにＴＦＴ基板１を形成できるので、低コストで液晶表示装置
を製造することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】本発明の第１の実施の形態による液晶表示装置に用いられるＴＦＴ基板の１画素
の概略構成を示す図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態による液晶表示装置に用いられるＴＦＴ基板の製造工
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程断面図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態による液晶表示装置に用いられるＴＦＴ基板の製造工
程断面図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態による液晶表示装置に用いられるＴＦＴ基板の製造工
程断面図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態による液晶表示装置に用いられるＴＦＴ基板の製造工
程断面図である。
【図６】本発明の第１の実施の形態による液晶表示装置に用いられるＴＦＴ基板の製造工
程断面図である。
【図７】本発明の第２の実施の形態による液晶表示装置に用いられるＴＦＴ基板の１画素
の概略構成を示す図である。
【図８】本発明の第２の実施の形態による液晶表示装置に用いられるＴＦＴ基板の製造工
程断面図である。
【図９】本発明の第２の実施の形態による液晶表示装置に用いられるＴＦＴ基板の製造工
程断面図である。
【図１０】本発明の第２の実施の形態による液晶表示装置に用いられるＴＦＴ基板の製造
工程断面図である。
【図１１】本発明の第２の実施の形態による液晶表示装置に用いられるＴＦＴ基板の製造
工程断面図である。
【図１２】本発明の第２の実施の形態による液晶表示装置に用いられるＴＦＴ基板の製造
工程断面図である。
【図１３】本発明の第２の実施の形態による液晶表示装置に用いられるＴＦＴ基板の製造
工程断面図である。
【図１４】本発明の第２の実施の形態による液晶表示装置に用いられるＴＦＴ基板の製造
工程断面図である。
【図１５】従来の液晶表示装置のＴ－Ｖ特性を示すグラフである。
【図１６】従来の液晶表示装置に用いられるＴＦＴ基板の１画素の概略構成を示す図であ
る。
【符号の説明】
【００８３】
１、１０１　ＴＦＴ基板
５　ＴＦＴ
７　レジストマスク
１０　ゲートバスライン
１１　補助容量バスライン
２０　絶縁膜
２１　動作半導体層
２２　不純物層
３１　データバスライン
３２　ドレイン電極
３３　ソース電極
３５ａ、３５ｂ、３５ｃ　制御電極
４０　保護絶縁膜
４１　コンタクトホール
４２　制御容量部
４３　補助容量部
４４　ゲート端子取出し部
５１、５２　画素電極
６１、６２、６３　突起
１００　ガラス基板
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